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AlGaN/GaN ヘテロ構造 FET（HFET）においてリセス構造は、特にノーマリーオフ型の

デバイス動作を実現するためにゲート電極下に適用されることが多い。我々はリセス構造

の適用可能性の拡大を念頭に、ソース・ドレイン間の全領域に浅いリセス構造を適用した

ノーマリーオン型のデバイスを作製したところ、最大電流および最大利得が増大するとい

うこの構造に特徴的な優位な特性が得られた[1]。そこで今回、前記デバイスの電気的特性

の特徴の起源を明らかにするための検討を行ったので報告する。 

 ヘテロ構造試料は、MOVPE 法により成長した 2 nm GaN/25 nm Al0.25Ga0.75N/1 nm AlN/1 

m GaN/buffer layer/Si sub. なる層構造の標準的な AlGaN/GaN HFET 用基板である。5x5 

mm2 の正方形の試料の四隅に Ti/Al/Ti/Au オーミック電極を形成したホール素子に対し

て、30秒毎全 180秒の ICP エッチングを実施した際の２次元電子（2DEG）の電子濃度と

移動度の変化の様子を図１に示す（深さ 12～15 nm 程度のリセス構造が形成）。2DEG 濃

度は 2nm GaN層の除去により増大した後に漸減し、2DEG移動度は 2nm GaN 層の除去に

より減少した後に斬増する特性が得られた。2DEG 濃度はリセス構造の方が高い。 

 図２に、ソース・ドレイン間の全領域に対して深さ 15 nm の ICP エッチングを実施し

たリセス構造 FET の伝達特性を非リセス構造 FET の特性とともに示す（ゲート長 2 m 

Ni ゲート）。リセス構造 FET のしきい値電圧は非リセス構造 FET に比べて 0.7 V 増大し

ていることから、Niゲート電極下における 2DEG濃度はリセス構造 FET の方が低いこと

が示されている。これは、ゲート構造が Ni/GaN/AlGaN（非リセス構造）から Ni/AlGaN 

（リセス構造）に変化した結果、GaN チャネルのポテンシャル位置がリセス構造で上昇

した結果と考えられる。このようにリセス構造 FET の特性は、ソース・ゲート間の 2DEG

濃度の増大と、利得の増大に繋がるゲート下の AlGaN 層厚の低減とが、ゲート下の 2DEG

濃度の減少と複合されて生じた結果であることが明らかになった。 
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図１．リセス構造のホール効果測定結果 図 2．リセス/非リセス FET の伝達特性比較 
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